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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第１区分
【発行日】平成23年10月27日(2011.10.27)

【公表番号】特表2010-538951(P2010-538951A)
【公表日】平成22年12月16日(2010.12.16)
【年通号数】公開・登録公報2010-050
【出願番号】特願2010-523646(P2010-523646)
【国際特許分類】
   Ｃ０１Ｇ  39/06     (2006.01)
   Ｃ０１Ｇ  41/00     (2006.01)
   Ｃ０１Ｇ  23/00     (2006.01)
   Ｃ０１Ｆ  17/00     (2006.01)
   Ｃ０１Ｇ  55/00     (2006.01)
   Ｃ０１Ｇ  31/00     (2006.01)
   Ｃ０１Ｂ  19/04     (2006.01)
   Ｂ８２Ｂ   1/00     (2006.01)
   Ｂ８２Ｂ   3/00     (2006.01)
   Ｃ０１Ｇ  39/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０１Ｇ  39/06    　　　　
   Ｃ０１Ｇ  41/00    　　　Ｚ
   Ｃ０１Ｇ  23/00    　　　Ｄ
   Ｃ０１Ｆ  17/00    　　　Ｅ
   Ｃ０１Ｇ  55/00    　　　　
   Ｃ０１Ｇ  31/00    　　　　
   Ｃ０１Ｂ  19/04    　　　Ａ
   Ｂ８２Ｂ   1/00    　　　　
   Ｂ８２Ｂ   3/00    　　　　
   Ｃ０１Ｇ  39/00    　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成23年9月7日(2011.9.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　化学式Ａ１－ｘ‐Ｂｘ‐カルコゲナイドの無機フラーレン状（ＩＦ）ナノ構造体であっ
て、Ａが金属又は遷移金属、又は、金属及び／又は遷移金属の合金であり、Ｂが金属又は
遷移金属であり、ｘ≦０．３であり、ｘはゼロではなく、Ａ≠Ｂとする、ＩＦナノ構造体
。
【請求項２】
　Ａが、Ｍｏ、Ｗ、Ｒｅ、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｎｂ、Ｔａ、Ｐｔ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｉｎ、Ｇ
ａ、ＩｎＳ、ＩｎＳｅ、ＧａＳ、ＧａＳｅ、ＷＭｏ、ＴｉＷのうち少なくとも一つを含む
、請求項１に記載のＩＦナノ構造体。
【請求項３】
　Ｂが、Ｓｉ、Ｎｂ、Ｔａ、Ｗ、Ｍｏ、Ｓｃ、Ｙ、Ｌａ、Ｈｆ、Ｉｒ、Ｍｎ、Ｒｕ、Ｒｅ



(2) JP 2010-538951 A5 2011.10.27

、Ｏｓ、Ｖ、Ａｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｃｒ、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｎｉから選択されている、請求項１
又は２に記載のＩＦナノ構造体。
【請求項４】
　カルコゲナイドがＳ、Ｓｅ、Ｔｅから選択されている、請求項１から３のいずれか一項
に記載のＩＦナノ構造体。
【請求項５】
　カルコゲナイドがＳである、請求項２又は３に記載のＩＦナノ構造体。
【請求項６】
　Ｍｏ１－ｘＮｂｘＳ２、Ｍｏ１－ｘＮｂｘＳｅ２、Ｗ１－ｘＴａｘＳ２、Ｗ１－ｘＴａ

ｘＳｅ２、Ｒｅ１－ｘＷｘＳ２、Ｔｉ１－ｘＳｃｘＳ２、Ｚｒ１－ｘＹｘＳ２、Ｈｆ１－

ｘＬａｘＳ２、Ｔａ１－ｘＨｆｘＳ２、Ｐｔ１－ｘＩｒｘＳ２、Ｒｕ１－ｘＭｎｘＳ２、
Ｒｈ１－ｘＲｕｘＳ２、Ｍｏ１－ｘＲｅｘＳ２、Ｗ１－ｘＲｅｘＳ２、Ｒｅ１－ｘＯｓｘ

Ｓ２、Ｔｉ１－ｘＶｘＳ２、Ｚｒ１－ｘＮｂｘＳ２、Ｈｆ１－ｘＴａｘＳ２、Ｔａ１－ｘ

ＷｘＳ２、Ｐｔ１－ｘＡｕｘＳ２、Ｒｕ１－ｘＲｈｘＳ２、Ｒｈ１－ｘＰｄｘＳ２から選
択されている請求項１に記載のＩＦナノ構造体。
【請求項７】
　ＩＦ‐Ｍｏ１－ｘＮｂｘＳ２であり、ｘ≦０．３である、請求項１から６のいずれか一
項に記載のＩＦナノ構造体。
【請求項８】
　ＩＦ‐Ｍｏ１－ｘＲｅｘＳ２であり、ｘ≦０．０５である、請求項１から６のいずれか
一項に記載のＩＦナノ構造体。
【請求項９】
　ＩＦ‐Ｗ１－ｘＲｅｘＳ２であり、ｘ≦０．０５である、請求項１から６のいずれか一
項に記載のＩＦナノ構造体。
【請求項１０】
　Ｗ１－ｘＮｂｘＳ２であり、ｘ≦０．３である、請求項１から６のいずれか一項に記載
のＩＦナノ構造体。
【請求項１１】
　金属又は遷移金属Ｂの原子がＡ‐カルコゲナイドの格子内に取り込まれている、請求項
１に記載のＩＦナノ構造体。
【請求項１２】
　金属又は遷移金属Ｂが該ナノ構造体内に均一に分布している、請求項１に記載のＩＦナ
ノ構造体。
【請求項１３】
　十分にファセット化されたナノ粒子である請求項１から１２のいずれか一項に記載のＩ
Ｆナノ構造体。
【請求項１４】
　各層内においてランダムに入れ替わるＡ及びＢ化合物の原子の連続的な広がりを備える
請求項１から１３のいずれか一項に記載のＩＦナノ構造体。
【請求項１５】
　Ａ‐カルコゲナイドの格子内に交互に取り込まれているＡ及びＢ化合物の原子を備える
請求項１から１４のいずれか一項に記載のＩＦナノ構造体。
【請求項１６】
　化学式Ａ１－ｘ‐Ｂｘ‐カルコゲナイドのフラーレン状（ＩＦ）ナノ粒子であり、Ａが
、Ｍｏ、Ｗ、Ｒｅ、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｎｂ、Ｔａ、Ｐｔ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｉｎ、Ｇａ、Ｉ
ｎＳ、ＩｎＳｅ、ＧａＳ、ＧａＳｅ、ＷＭｏ、ＴｉＷのうち少なくとも一つを含む金属又
は遷移金属、又は、金属及び／又は遷移金属の合金であり、Ｂが、Ｓｉ、Ｎｂ、Ｔａ、Ｗ
、Ｍｏ、Ｓｃ、Ｙ、Ｌａ、Ｈｆ、Ｉｒ、Ｍｎ、Ｒｕ、Ｒｅ、Ｏｓ、Ｖ、Ａｕ、Ｒｈ、Ｐｄ
、Ｃｒ、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｎｉから選択された金属又は遷移金属であり、ｘ≦０．３であり、
ナノ構造体内においてｘはゼロではなく、Ａ≠Ｂとして、Ａ１－ｘ‐カルコゲナイド内に
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ドープされたＢ及びＢ‐カルコゲナイドを有するＩＦナノ粒子を製造するためのプロセス
であって、
　Ｙ１及びＹ２が塩化物、臭化物又はヨウ化物から選択された同一又は異なるハロゲンで
あるそれぞれ気相のＡ‐Ｙ１及びＢ‐Ｙ２組成物を提供する段階と、
　Ａ‐Ｙ１及びＢ‐Ｙ２の蒸気を、フォーミングガスを運ぶ還元剤と共に、反応ガスを運
ぶカルコゲナイドの逆方向の流れと交わる場所である反応チャンバ内に流入させることに
よって、Ａ及びＢ金属又は遷移金属の還元を発生させて、続いて、反応ガスを運ぶカルコ
ゲナイドとの反応を生じさせて、ナノ構造体を形成する段階と、を備えたプロセス。
【請求項１７】
　気相のＡ‐Ｙ１及びＢ‐Ｙ２組成物を提供する段階が、前記反応チャンバとは別の一つ
のチャンバ内でＡ‐Ｙ１及びＢ‐Ｙ２組成物を蒸発させる段階を備える、請求項１６に記
載のプロセス。
【請求項１８】
　気相のＡ‐Ｙ１及びＢ‐Ｙ２組成物を提供する段階が、前記反応チャンバとは別の二つ
チャンバ内でＡ‐Ｙ１及びＢ‐Ｙ２組成物をそれぞれ蒸発させる段階を備える、請求項１
６に記載のプロセス。
【請求項１９】
　Ａカルコゲナイド前駆体が特定の導電型の半導体であり、高い導電性を有する請求項１
から１８のいずれか一項に記載のフラーレン状（ＩＦ）ナノ構造体。
【請求項２０】
　ドナー又はアクセプターとして構成されている請求項１から１８のいずれか一項に記載
のＩＦナノ構造体。
【請求項２１】
　磁性ナノ構造体である請求項１から１８のいずれか一項に記載のＩＦナノ構造体。
【請求項２２】
　ナノ構造導電体を形成するプロセスであって、請求項１６から１８に記載のプロセスを
実施する段階を備え、Ａカルコゲナイド前駆体が特定の導電型の半導体であり、該前駆体
から生成されるＩＦナノ粒子が高い導電性を有する、プロセス。
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